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18

: Lopt – , Iop @ 6W –  
 6 , int – ,  – 

. 
: ,  

.  
 = 0.95  G1  

 G4D .  
 

 [ 18, 19] .  
, ,  

 
.  

, , , 
,  

. 

 4. . 
, ,  

, .  
 (Rth),  

 Ph  
T.   

, , ,  
, , , . . 

. 8, .  
. 8, .  

 
.  

:  ( ) 
 ( . 8, ).  

    
   )        ) 

 8 -  ( )  
 ( ).  W=200 ,  600 

 



 

 
 

19

,  
, , ,  3D  

, . 
, . 

,   Rth ,  
, :  DHS (  6  10 )  tHS 

 2  4 ). ,  
,  ~ 7%,  

  

       2
2ln1

HS

HSHS
th D

t
W

D
L

R    ,           (1)  

, 
 

.  (1) ,  
 (  WL),  

,  (  
)  ( ). , ,  

 
. 

. 9  
 L  

W = 200  CuW  ( )  250 
.  

    
 9 -  

 L  W = 200 ,  
: ( )  

 ( )  
 AuSn ,  SnPb .  – 

,  – ,  
 (  5 .) 



 

 
 

20

,  
. . 9 ,  

Rth ,  –  –  
.  

,  
,  45° .  

 
. , 

,  
,  

. ,  (  
 1.5 )  

,  10 . 
 

, ,  
, .  

, ,  
. ,  Rth  

 100 ,  0.2  
 Rth, .  

,  (  
12 ,  6 ) .  

,  
. 10.  

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

 
 6

x1
2 

 
 0

.6
x3

.2
 

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

h 
= 

2 

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

h 
= 

4 

 

  (
/

)

 
 

 

 10 - , 
h –  

 Rth  
.  

,  
. , ,  

, . 



 

 
 

21

 5. . 
 

, ,  
.  

 InAlGaAs/AlGaAs/GaAs ,  3  
 15  (  400 , . 11, ).  

. 11,  
.  

 7  36 .  InAlGaAs/AlGaAs/GaAs  
,  

 160  (  200 ),  
, . 

    
                                         ( )                                                                   ( ) 

 11 ( )  15  ( )  
 

. 12,   
 200  (  10 , . 12, ).  

,  
 2   50  .   6   10   

 2,5  (  6 42,5 , . 13, )  10  
 10 126,5 , . 13, ).  

    
                                          ( )                                                                  ( ) 

 12 ( ) -  
 (  250 ,  20 ); ( ) -  

 



 

 
 

22

 5*108  (  250 
,  20 ). 

 InGaAs/AlGaAs/GaAs  
,  

 0.94 ÷ 0.96 .  
2,5   100   945  ,   

 (  65%),  (100 A/c 2)  
1,0  -  10 000 . 

    
                                 ( )                                                                ( ) 

 13 - :  -  6 42,5 ,  
 2,5 ;  -  10 126,5 ;  

 10  

 5  
 100 ,  72%,  47%.  

 
 110  80  

 (FWHM)  3,5  5,6   
–40  +850C.  (   =+25 °C 

 109 )  
 Yb-Er . 

 GaInP  
 « ».  

,  
. 

 2  
 670 .  FWHM  1 ,  

 30  – 20  0,5%,  1,3 
 –  10000 . ,  

 
. 

 



 

 
 

23

 6.  
. 

,  
. ,  

 5,  ( )  ( )  
. 

 
 15 . 

 ( ),  
 ( )  ( ).  

)  YAG:Nd.  
, .  

 1,064 ,  
. ,  

 
1,5÷2.  

, .  
,  

 ( . 14, ).  
 

:  10 ,  1,5 
,  4÷5 %  15-20  10 . 

,  
, , .  

,  
. 

. 14,  
 1,57   

 10 . ,  
 – , 

, . 

                
                         ( )                                                                            ( ) 

 14 ( ) - , ( ) – 
, . 



 

 
 

24

 
 125 ,  

 808 ,  FWHM 3 ,  45%  
 6 .  

 120 .  
, ,  

, .  
 YAG:Nd,  

 GSGG:Cr4+.  
.  

 1.57  10 ,  20 , 
 7-  0.7 .  
 -55  +55 0 , ,  

 
. 

 7.  
. 

.  
  , , 

,  
.  

,  
, , .  

.  
,  5  

 (670,  808   950  ),   
 

. , , 
 

,  [ 6, 8, 11].  
 2000 .  

 - « -15» ( . . 15, )  15  
.  

. . »  ( .- )  
 (  

 [ 7, 9, 10, 12]).  2006 .  
 « »  – , ,  

 ( . 15, ).  (30  
810, 940  970  5  660 )  « » 

.  
, ,  



 

 
 

25

. 

    
                             ( )                                                                               ( ) 

. 15 -  « -15» ( )  « » ( ) 

 
 ( ),  

, , .  
,  

 (  
 [ 30]).  

,  InxAs1-xSb  ( ) 
 PD19Su/Sr, . . .  

max = 1.9  
 ( ~0.2 ),  

 ( ) .  
, , 

. 
,  Y-

 20%  
, ,  

.  « »  
, ,  

 400  600-1000 0  
 1%  1000 . 

 
 – 

, ,  
, . 

 
,  ( ) 

 
,  

, ,  
.  
.  



 

 
 

26

,  
.  

,  
.  

 
 « ». « »  

 
, ,  

 752×582 .  (  
)  

,  
,  

.  
,  

 
,  

.  « »  
 (  « », . ,  « » , 

. ,  « . . » , . .- ). 

. 
1.  

 808 : 
,  

.  
2.  

. 2309501  
2309502 ,  

, . 
3. , 

.  
,  

. 
4.  (P=2,0 , =670 

; P=15 , =808 ; P=2,5 , =950 ). ,  
” ( 2110874)  

 
, . 

5.  (P=200 , 
=808 ; P=100 , =950 )  (P=5 , =808 ). ,  

 (P=100 , =950 )  -40  +85 0 ,  
 Yb-Er  



 

 
 

27

, ,  
.  

6. ,  
 

 1,5  ( =1,06 )  
 10  15-20  10 .  

7. ,  
 

 ( )  10 ,  
 ( =1,57 ),  -55  +55 0 . 

,  
. 

8.  
 ( 8524, 9091, 14407) 

 (P=30 , =808, 940, 970 )  (P=5 , =670 ). 
 (  

022 2006/3307-06  16.06.2006,  RU. 01. 6196)  
.  

2122452, 2134603 756224  
. 

9. 130476  
. 
 

,  
,  

» . 
10.  

 
,  

.  
,  

,   
.  

: 

1. , .  [ ] / .  - .: «  
», 2001. 

2. Botez, D. Design considerations and analytical approximations for high continuous-wave power, 
broad-waveguide diode lasers [Text] / D. Botez // Appl. Phys. Lett., 1999. – P. 74, 3102. 
3. Henry, C.H. Catastrophic damage of AlxGa xAs double-heterostructure laser material [Text] / C.H. 
Henry, P.M. Petroff, R.A. Logan, F.R. Merritt  // Appl. Phys. Lett., 1979. - V. 50. - P. 3721–3732.  
4. URL: http://www.str-soft.com/SimuLED/SiLENSe  



 

 
 

28

5. , .  
 InGaAsP/InP  (  = 1.3 ) [ ] / . , 

. , . , . , . , .  // . - 1991. - . 
25.- . 928–933. 
6. Eliseev, P.G. Optical strength of semiconductor laser materials [Text] / P.G. Eliseev // Prog. Quant. 
Electron, 1996. - V. 20. - P. 1–82.  
7. , .  

 [ ] / .  // . - 2010. - . 40. - . 661–681. 

, : 

: 

1. , .  
 [ ] / . , . , . , . 

, . , . , . , . , . -
, . , . , . , .   // . -1991. 

.17. - .7. - .31-34. 
2. Chaly, V.P. The Degradation Rate Study of MBE-Grown High Power AlGaAs Laser Diode [Text] 

/ V.P. Chaly, M.I. Etinberg, G.A. Fokin, S.Yu. Karpov, V.E. Myachin, A.Yu. Ostrovsky, Yu.V. 
Pogorelsky, I.Yu. Rusanovich, I.A. Sokolov, A.P. Shkurko, N.A. Strugov, A.L. Ter-Martirosyan // 
Semicond. Sci. Technol., -1994. -V.8, -N.2. -P.1-8. 

3. , .  3  ( =0,81 
)  AlGaAs/GaAs , ,  

 2000  [ ] / . , . , . , . , 
.   // . - 1997. - . 23. . 8. - . 90-94. 

4. , .  
 [ ] / . , . , . , .   //  

. - 1998. - . 25. . 9. - . 789-791. 
5. . 2110874 ,  6  01 S 3/19.  

 [ ] / ., ., ., 
.;  « ». -                

 96108212/25; . 24.04.96; . 10.05.98, .  13. 
6.  8524 ,  6  01 L 23/00.  

 [ ] / ., 
.;  « ». -       

 98106014/20; . 27.03.98; . 16.11.98, .  11. 
7. . 2122452 ,  6  61 N 5/06.   

] / ., ., ., ., ., 
.;  « ». -  

97120048/14; . 21.11.97; . 27.11.98, .  33. 
8.  9098 ,  6  01 S 3/00. 

 [ ] / ., .;  



 

 
 

29

 « ». -  98112398/20; . 18.06.98; . 
16.01.99, .  1. 

9. . 756224 Patent Cooperation Treaty,  61 N 005/06.  Method for treating tumour 
growth [Text] / Gelfond M.L., Venkov A.A., Ter-Martirosyan A.L., Chaly V.P., Balluzek F.V., 
Mizgirev  I.V.;   « ».  -                 

 AU 199872416/98 B2; . 21.11.97; . 15.06.99. 
10. . 2134603  ,  6  61 N 5/06.  

 [ ] / ., ., ., .; 
 « ». -  98114518/14; . 

29.07.98; . 20.08.99, .  23. 
11. 14407 ,  7  01 S 3/101. 

 [ ] / -
, ., , ., , ., , ., , .;  

 « ». -  98111223/20; . 
04.06.98; . 20.07.00, .  20. 

12. Gelfond, M.L. Selective laser hyperthermia of malignant neoplasms: experimental and clinical 
research [Text] / M.L. Gelfond, I.V. Mizgirev, A.S. Barchuk, V.V. Hudoley, D.V. Vasilyev, F.V. 
Balluzek, A.A. Venkov, V.P. Chaly, A.L. Ter-Martirosyan // Proceedings of SPIE “Laser use in 
oncology II”, Vol. 4059 (2000). P. 13-24. 

13. Demidov, D.M. High power laser diodes: new design provides reliability and stability [Text] / 
D.M. Demidov, N.I. Katsavets, A.L. Ter-Martirosyan, D. Croupsky //  Proceedings  of  SPIE “Laser  
use in oncology II”, Vol. 4059 (2000). P. 225-228. 

14. , . 100  [ ] / 
. , . , . , . , . , . , . 

 // . - 2001. - . 27. . 2. - . 36-41. 
15.  ,  .   ( =0,94 )  

In0.1Ga0.9As/AlGaAs/GaAs ,  
 [ ] / . , . , . , . , . , 

. , . , . , . , . , . 
 // . - 2002. - . 28. . 16. - . 71-78. 

16. , .  
 Yb-  [ ] / . 

, . , . , . , . , . , .  
 // . – 2004. - . 30. . 24. - . 43-48. 

17. Bulashevich, K.A. Effect of free-carrier absorption on performance of 808 nm AlGaAs-based 
high-power laser diodes [Text] / K.A. Bulashevich, V.F. Mymrin, S.Yu. Karpov, D.M. Demidov, A.L. 
Ter-Martirosyan // Semicond. Sci. Technol. - 2007. - V. 22. - P. 502–510. 

18. . 2309501 ,  01 S 5/32.  
 [ ] / ., ., ., -

.;  « ». -       
 2006133217/28; . 06.09.06; . 27.10.07, .  30. 

19. . 2309502 ,  01 S 5/32.  



 

 
 

30

 [ ]  /  .,  .,  .,   
.;  « ». -  2006133220/28; 

. 06.09.06; . 27.10.07, .  30. 
20. , .  100 W 

,  [ ] / . , 
. , . , . , . , .  // 

. – 2008. – . 34. . 2. - . 6-10. 
21. Katsavets, N.I. High power long pulse width QCW laser diode bars for optical pumping of Yb-Er 

glass solid state lasers [Text] / N.I. Katsavets, V.A. Buchenkov, A.L. Ter-Martirosyan // “High-
Power and Femtosecond Lasers”, Properties, Materials and Applications (Lasers and Electro-optics 
Research and Technology), Nova Science Pub Inc. – 2009. – 07. - . 355. 

22. , .    [ ] / . , 
. , . , . , . , . , .  

// . . - 2011. - 2(122). - 
. 80-84. 
23. . 112458 ,  G 02 F 1/00.  

 [ ] / , ., , .;  
 « ». -  2011135961/28; . 26.08.11; . 10.01.12, .  1. 

24. . 117189 ,  G 02 B 6/14.  
 [ ] / , ., , ., , .;  

 « »,  « ». -               
 2012103372/28; . 31.01.12; . 20.06.12, .  17. 

25. . 117191 ,  G 02 F 1/00.  
 [ ] / , ., , ., , .;  

 « »,  « ». -                
 2012103371/28; . 31.01.12; . 20.06.12, .  17. 

26. , .  [ ] / 
. , . , . , .  // "  

"  " . . ". - 2012. -            
6 (162).  " , ". - .159-164. 

27.  ,  .   808  .  I.  
 [ ] / . , . -

, . , . , .  // . – 2012. 
- . 22.  3. - . 78-86. 

28. , .  808 . II. 
 [ ] / . , . 

, . , . , .  // . – 
2012. - . 22.  4. - . 19-25. 

29. . 125075 ,  61  16/04.  [ ] / 
, ., , ., , ., , ., , ., , 

.;  « ». -  2012140145/14; . 19.09.12; . 
27.02.13, .  6. 



 

 
 

31

30. . 130456 ,  01 S 5/06.  
 [ ] / ., ., ., .; 

 « ». -  2013110620/28; . 
07.03.13; . 20.07.13, .  20. 

31. . 2497471 ,  61  17/24,  61  18/20,  61 N 5/067. 
 [ ] / , ., 

, ., , ., , ., , ., , .;  
 « » -  2012140147/14; .19.09.12; .10.11.13, . 

31. 
32. , .  808 . III.  

 [ ] / . , . , . 
,  .  ,  .   //  .  -  2013.  -  .  23.   2.               

- . 129-138. 
33. , .  

. I.  [ ] / . , 
. , . , . , .  // . – 2013.    

- . 23.  4. - . 40-44. 
34. , .  

. II.  [ ] / . , . 
, . , . , .  // . – 2013. - . 23. 

 4. - . 45-49.  
35. , .  

 [ ] / . 
, . , . , .  // . - 2014. - . 48.    

. 1. - . 135-141.  

 
36. Grempel, H. Requirements of pump diodes for diode-pumped solid state lasers [Text] / H. 

Grempel, N.I. Katsavets, D.M. Demidov, A.L. Ter-Martirosyan, Ch.V. Kopylov.  // Proceeding of 
SPIE. V. 3682. Materials of the Ninth Conference on Laser Optics (LO'98). - St.Petersburg. 1998.        
- P. 47-50. 

37. Buchenkov, V.A. High power laser diodes, bars and stack arrays for solid-state laser pumping 
[Text] / V.A. Buchenkov, V.P. Chaly, D.M. Demidov, N.I. Katsavets, V.P. Machnyuk, S.N. Rodin, 
A.L. Ter-Martirosyan // Laser Optics. – 2008. St.-Petersburg. 2008. Technical program of 
international conference. - .36. 

38. , .  
 [ ] / . , . -

 //  « : ». - -
. - 2008. 

39. , .  
 [ ] / . , . , . , .  // 



 

 
 

32

 
 27-28  2008 . 

40.  ,  .   
 [ ] / . 

, . , . , . , .  // 2-  
: ». - . - 2010. 

41. , . ,  
,  

] / . , . , , , . , . -
 //  3-  « :  

». – . - 13-16.11.2012. - . 48. 
42. , .  

 808  [ ] / . , . , . 
, . , .  //  IX  

». – 2012. - . 5. 
43. , .  

 [ ] / . , . 
, .  //  9  

». - , . - 2013. - . 60 – 63. 
 



 

 
 

33

 

  
: .  

, .  
 

, ., ., ., ., ., 
., .  

, .  
. 


